
Parallelschaltung
ohmscher Widerstände
(R *R )/(R +R ) = G +G1 2 1 2 1 2

lineares Bauelemen

Serienschaltung
ohmscher Widerstände
R = R +Rges 1 2

Kirchhoff
Knotensatz
Maschensat

1) : I  = Irein raus

2) z: Summe der
U  in einer Masche immer 0

Spannungsquelle in Serie
addieren (Pfeile!). Parallel
nur wenn gleiche U

Stromquelle Parallel
addieren (Pfeile!) In
Serie nur wenn gleiche I

Aus U und R in Serie wird
I und R Parallel

Verschiebung von U Verschiebung von I Maschenstromanalyse
1.Quellen umwandeln (nur U)
2.Baum und Maschen zeichnen
3.pro Masche eine Gleichung
(Z)*(M)=(U) Matrix
Z ,Z , ... sind die R in der Masche11 22

Z  bis Z  sind gemeinsame R der Maschen12 xx

Z  sind R über & unter Z  ...xx 11

Z  (-) wenn M.Pfeile gegenseitig<<

M sind Anzahl der Maschen
U sind die Quellen in der Masche
U (+) wenn M.Pfeil gegeseitig
Gleichung lösen

Knotenpotenzialanalyse
1.Quellen umwandeln (nur I)
2. Elemente zusammenfassen
3.Knoten einzeichnen und
Bezugsknoten 0
4.Knotengleichungen aufstellen
(G)*(K)=(I) Matrix
G ,G , ... sind vom K. Direkt11 22

erreichbare 1/R
G  sind gemeinsame G derxx

Knoten (negativ)
K sind Anzahl der Knoten
I sind alle Quellen am Knoten
+I wenn Pfeil zum Knoten
-I wenn Pfeil vom Knoten weg
Gleichung lösen

Spannungsteiler

U = (U *R )/(R +R )R2 0 2 1 2Stromteiler

I  = (I *R )/(R +R )R2 0 1 1 2

Kapazität / Kondensator
linear
Parallel: C +C = C1 2 ges

Serie: 1/C +1/C  = 1/C1 2 ges

Ladung Q; C in F (Farad)
2Speicher: W=-1/2*C*U

Spule / Induktivität
linear
Parallel: 1/L +1/L = 1/L1 2 ges

Serie: L +L  = L1 2 ges

Induktivität L in Henry (H)
2Speicher: W=1/2*L*I

Leitung

Reflexion

Information im Spannungspegel
Impuls am Ausgang niedriger und
um  (tau) verzögert
Laufzeit  abhängig von Material und Länge
Wellenwiderstand Z
Reflexionsfaktor r
r = (R-Z)/(R+Z)

R --> unendl. (Leerlauf): r = 1
R = 0 (Kurzschluss): r = -1
r = 0 (keine Reflexion): R = Z

PNP-Bipolartransistor
·verhält sich wie N-MOS Transistor
·Leitet bei: U  U <0CE BE

·Sperrt bei: U  U >0CE BE

·Pfeil auf Basis
·Basis, Emitter, Collektor

NPN-Bipolartransistor
·verhält sich wie P-MOS Transistor
·Leitet bei: U  U >0CE BE

·Sperrt bei: U  U <0CE BE

·Pfeil weg von Basis
·Basis, Emitter, Collektor
Emitterschaltung
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Verarmung und Anreicherung wie N-MOS

Gatter
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U  = U  \/ UA 1 2

U  = U  \/ UA 1 2

U  = U  /\ UA 1 2

Fan-Out = Anzahl der an ein Gatter
anschließbaren gleichwertigen Gatter

T = 1/F (F in Hz; T in s)
U = R*I (U in V; I in A;)
G=1/R(G in S;Leitwert)
W=P*t(P in W; W in Ws;
t in s; Elektri. Arbeit)

P = U * I (Leistung)


